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« DVT : SystemVerilog / Verilog Coding & Verification®i| Cst £&=l SolutionS A&
« DVT Debugger : Majer Simulator@} H-ssliM 245t Code & TestbenchOi| Cist A= 7ts
« Specador : DesignOf| Cist ZtM|St DocumentationS A=2.2 MM
+ Verissimo : 24 &3t SystemVerilog Code0| Ci3t Linter

System Requirements

+ OS (32 or 64) : Linux, Windows, MacQOS
« Java : 1.8 or newer
« Eclipse : 4.4 or newer
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